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PAB Exercice E7.1: question de réflexion

Répondez à la question de réflexion ci-dessous :

Attention on utilise un pnp !

Esquissez le schéma de bandes d’un transistor bipolaire pnp.
À partir de ce schéma, expliquez les concepts de gain en configurations « 
base commune » et « émetteur commun ». 
Comment optimiser le gain ? Quel est l’effet limitant et pourquoi ?

7.1
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PAB Exercice E7.2: question de réflexion

Répondez à la question de réflexion ci-dessous :

Attention on utilise un npn !

Définissez la transconductance d’un transistor bipolaire en mode émetteur 
commun. 
Utilisez un transistor npn comme amplificateur de tension. 
Comment fixer le point de travail ? Comment introduire le signal AC ? 
Quel est le gain ? (Esquissez si possible une explication graphique). 

7.2
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PAB Conductances et transconductances
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PAB Question 7.5bis: trans-conductance
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PAB Transistor npn comme ampli de tension: 
point de travail 
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PAB Transistor npn comme ampli de tension: 
point de travail 
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PAB Transistor npn comme 
ampli de tension: signal AC 
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PAB Transistor npn comme
ampli de tension: signal AC 
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PAB Exemples
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PAB Caractéristique de sortie: IC(VCE, IB)
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PAB Valeurs typiques pour 
le BJT en silicium
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PAB Ex 7.4 bipolar photo-transistor
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PAB Photo-transistor BJT
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PAB Schéma Ebers-Moll: 
npn en mode actif
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PAB BJT Phototransistors: 
the Ebers-Moll Model
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PAB Exemples de photo-transitors BJT

Homostructure Heterostructure

A.K. Okyay, PhD thesis 2007, Stanford University.
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PAB I/V Characteristics

Datasheets, Vishay TEPT5600
Silicon NPN phototransistor
Adapted to human eye responsivity 

Datasheets, Vishay BPW76
Silicon NPN phototransistor
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PAB Linearity of phototransistors

EG&G «Characteristics of phototransistors»

Gain
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PAB Phototransistor as optical switch
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PAB Phototransistor application examples

Vin IF Vout
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PAB Darlington  Photo-Darlington 

Darlington setup

http://www.talkingelectronics.com.au/projects/How BD679 Works/HowBD679Works.html

S.M. Sze, 
physics of semiconductor 
devices
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Datasheets, 
Fairchild QSE133

Photo-Darlington


